
MOSトランジスタのモデリング
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MOSトランジスタの大信号モデル
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MOSトランジスタの小信号モデル



MOSトランジスタの小信号モデル
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小信号モデルが等価となる条件

MOSトランジスタ バイポーラトランジスタ
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MOSトランジスタの高周波小信号モデル

基板間の寄生容量を考慮
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TfトランジスタのMOS
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参考：バイポーラトランジスタ


